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ДЕФОРМАЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МАГНІТООПОРУ 
НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ В ОБЛАСТІ 

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК 

Проведено дослідження електропровідності та поздовжнього магнітоопору легованих бором 
мікрокристалів Si р-типу провідності в області фазового переходу метал—діелектрик (ПМД) 
при накладанні деформації стиску до -4,59-10-3 відн. од. за низьких температур. Для мікро
кристалів Si з концентрацією бору, що відповідає наближенню до ПМД з діелектричного боку, 
в яких за низьких температур під дією деформації стиску має місце стрибкова провідність, 
виявлено від 'ємний магнітоопір, який за умови достатньо високих магнітних полів переходить 
у додатний. 









61 

властивості кристалів кремнію і германію в полях ефек
тивного зовнішнього впливу,- Луцьк: Надстир'я.-
2000.- 280 с 

4. A. Fujimolo, H. Kobori, T. Ohyama, S. Ishida, K. Satoh, 
T. Kusaka, Y. Kakehi. Crossover from positive to negative 
magrietoresistance by the rise of electron temperature for 
Si:Sb in the variable-range hopping regime II Physica B.-
№ 324.-2002.-P. 1-8. 

5. Вейнгер А. 77., Забродский А. Г., Тиснек Т. В. СВЧ маг-
нитосопротивление компенсированного p-Ge:Ga в об
ласти фазового перехода изолятор-металл // ФТП.-
2002.- Т. 36.- Вып. 7.- С. 826-835. 

6. Андреев А. Г., Егоров С. В., Забродский А. Г., Парфе-
ньев Р. В., Черняев А. В. Гистерезис магнитосопротив-
ления нейтронно-легированного Ge в области прыжко
вого транспорта по состоянию кулоновской щели // 
ФТП,- 2000,- Т. 34.- Вып. 7.- С. 796-802. 

7. Егоров С. В., Забродский А. Г., Парфеньев Р. В. О при
роде гистерезиса низкотемпературного прыжкового 
магнетосопротивления вблизи перехода металл-изоля
тор в компенсированном Ge:Ga // ФТП.- 2004.- Т. 38.-
Вып. 2.-С. 197-201. 

і. Дружинін А. О.. Павловський І. В. Гістерезисний ефект 
мапіітоопору в ниткоподібних кристалах кремнію р-

типу провідності при низьких температурах: II Україн
ська наук, конференція з фізики напівпровідників: Ма
теріали конференції.- Чернівці: Рута.- 2004.- Т. 1.-
С. 72-73. 

9. Бахадырханов M. К., Cammapoe О. Э., И.пиев Χ. Μ., 

Аюгюв К. С, Умайер Т. Отрицательное магнитосопро-
тивление в кремнии, легированном бором и марганцем, 
стимулированное электрическим полем и светом // 
ФТП.- 2005,- Т. 39,- Вып. 7,- С. 823-825. 

10. Дружинін А. О., Мар'ямова I. И., Павловський I. В. 
Магнітоопір деформованих ниткоподібних кристалів 
кремнію при кріогенних температурах: II Українська 
наук, конференція з фізики напівпровідників: Мате
ріали конференції.- Чернівці: Рута, 2004.- Т. 2.-
С. 149-150. 

11. /. Maryamova, A. Druzhinin, Ε. Lavitska, І. Gortynska, 
Y. Yatzuk. Low temperature semiconductor mechanical 
sensors II Sensors and Actuators,- Vol. A85.- № 1-3.-
2000,- P. 153-157. 

12. Дружинін А. О., Мар'ямова І. Й., Кутраков О. 77., 
Павловський I. В. Вплив деформації на домішкову про
відність ниткоподібних кристалів кремнію в області 
переходу метал-діелектрик // Фізика і хімія твердого 
тіла.- 2003,- Т. 4.- № 4.- С 720-728. 

A. Druzhinin, І. Pavlovskyy 

STRAIN DEPENDENCE OF MAGNETORESISTANCE SILICON WHISKERS 
NE AR METAL-INSULATOR TRANSITION 

Conductivity and longitudinal magnetoresistance in boron doped Si whiskers p-type conductivity near 
metal-insulator transition (MIT) during compression strain to -4.59-10-3 rel. un. were investigated at 
cryogenic temperatures. For Si whiskers with boron concentration from dielectric side of MIT, in which 
at low temperatures under action of compression strain hopping conductivity will be realized, it is observed 
negative magnetoresistance, which at the enough high magnetic fields passes in positive. 


